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PERNYATAAN  
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa isi skripsi saya yang berjudul 
“Pengaruh Suhu Annealing Pada Lapisan Tipis TiO2 Transparan Terhadap Sifat 
Optik dan Sifat Listrik Untuk Aplikasi Sel Surya Transparan” adalah hasil 
penelitian saya dan benar-benar sepengetahuan saya hingga saat ini. Materi 
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untuk mendapatkan gelar Sarjana di Universitas Sebelas Maret Surakarta atau di 
Perguruan Tinggi lainya kecuali telah dituliskan dibagian daftar pustaka Skripsi 
ini. Segala bentuk banuan dari semua pihak telah ditulis dibagian ucapan terima 
kasih. Isi Skripsi ini boleh menjadi rujukan dan difotocopy secara bebas tanpa 
harus memberitahu penulis. 
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NANDANI 
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Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
 
Titanium dioksida (TiO2) merupakan bahan serbaguna dalam beberapa aplikasi 
baik dalam penyerapan cahaya atau transparansi untuk penambahan konduktivitas 
listrik. Titanium dioksida memiliki tiga struktur kristal yang berbeda: rutil 
(tetragonal), anatase (tetragonal) dan brookite (ortorombik). Jenis fase kristal dari 
TiO2 yang sering digunakan pada DSSC adalah fase anatase, hal ini dikarenakan 
fase anatase memiliki tingkat fotoaktivitas yang tinggi serta luas permukaan yang 
besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu annealing pada 
lapisan tipis TiO2 transparan  yang dapat diaplikasikan pada sel surya transparan. 
Lapisan tipis TiO2 transparan dideposisi dengan menggunakan metode screen 
printing. Screen yang digunakan yaitu tipe T-49 sedangkan pasta TiO2 yang 
digunakan merupakan merk dyesol dengan spesifikasi 18NR-T. Lapisan tipis TiO2 
transparan yang telah terdeposisi kemudian diberi perlakuan annealing dengan 
variasi suhu 450oC, 500oC, 550oC dan 600oC. Karakterisasi dilakukan dengan 
menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) untuk mengetahui pengaruh suhu 
annealing terhadap kekristalan lapisan tipis TiO2 transparan. Karakterisasi 
morfologi permukaan menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM). Sifat 
optik absorbansi, transmitansi dan energi celah optik (bandgap) menggunakan 
UV-Vis Spectrophotometer. Sifat listrik yaitu resistivitas diukur dengan 
menggunakan four point probe. Puncak difraksi muncul paling banyak pada suhu 
anil 550oC dengan fase anatase. Puncak absorbansi tertinggi lapisan tipis TiO2 
transparan terjadi pada panjang gelombang 303 nm saat diberi suhu anil 550oC. 
Pemberian variasi suhu annealing pada lapisan tipis TiO2 transparan 
mengakibatkan nilai resistivitas semakin turun. Nilai resistivitas terkecil 
didapatkan pada suhu anil 550oC sebesar 4,12 × 10−2 Ωm. 
 
Kata kunci: Annealing, TiO2 transparan , Screen Printing dan anatase 
 
 
 
viii 
 
Effect of Annealing Temperature on Thin Film of TiO2 Transparent on 
Optical Properties and Electrical Properties for Transparent Solar Cell 
Applications 
 
NANDANI 
Physics Departement, Faculty of Mathematics and Natural Saint 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
 
 
Titanium dioxide (TiO2) is a versatile material in several applications whether in 
light absorption or transparency for the addition of electrical conductivity. 
Titanium dioxide had three distinct crystalline structures: rutile (tetragonal), 
anatase (tetragonal) and brookite (orthorhombic). The type of crystal phase of 
TiO2 frequently used in DSSC is the anatase phase, this is because the anatase 
phase had a high degree of photoactivity and large surface area. The purpose of 
this research is to determine the effect of annealing temperature on a transparent 
TiO2 thin film can be applied to transparent solar cells. The transparent TiO2 thin 
film is deposited used screen printing method. Screen used is type T-49 while 
TiO2 paste that used is brand dyesol with specification 18NR-T. The transparent 
TiO2 thin film was then treated with annealing temperature variations of 450
oC, 
500oC, 550oC dan 600oC. Characterization was by using X-Ray Diffraction (XRD) 
to determine the effect of annealing temperature on crystalline transparent TiO2 
thin film. Characterization of surface morphology used Scanning Electron 
Microscopy (SEM). The optical properties of absorbance, transmittance and 
bandgap energy used UV-Vis Spectrophotometer. The electrical properties of 
resistivity are measured used four point probes. The diffraction peaks appear most 
at an annealed anode 550oC temperature. The highest absorbance peak of the 
transparent TiO2 thin film occurs at a wavelength of 303 nm when given an 
annealing temperature of 550oC. Provision of annealing temperature variation on 
the transparent TiO2 thin film results in decreasing resistivity values. The smallest 
resistivity value is obtained an annealing temperature of 550oC at 4.12 × 10−2 
Ωm. 
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